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【はじめに】 

 MOVPE法による(211)Si基板上の CdTe 成長層を用いた、p-CdTe/n-CdTe/n+-Siヘテロ接合ダイオード型

放射線画像検出器の開発を行っている。先ほどの鳥居らの報告にて、n-CdTe 層の成長温度が 400℃以上の

時、成長速度が増加し厚膜化が可能であることを述べた。ここでは n-CdTe層の高電子密度化に関する検

討として成長温度を 400℃で一定にし、成長用原料 DETeと DMCdの供給比(Ⅵ/Ⅱ比)を変化させて成長を

行った。 

【実験条件】 

検討試料には、n+(211)Si基板上にアンドープの高抵抗 p-like CdTe 層を緩衝層として 10µm成長させ、そ

の上に n-CdTe層を 400℃で 3時間成長させたものを用いた。n-CdTe 層成長時にはⅥ/Ⅱ比を 0.1から 0.3 と

変化させた。成長層の膜厚は約 6µmである。n-CdTe層の電子密度はホール効果により評価した。また試

料の結晶性は(422)面の二結晶 X 線半値幅、電気特性は試料を 4.2Kに冷却し Photoluminescence (PL)測定に

より評価した。 

【実験結果】 

Fig.1に試料の(422)面の二結晶 X 線半値幅の値を示す。この結果より、Ⅵ/Ⅱ比が 0.2を除く全ての条件

で半値幅の値は 500 arcsec.程度であり、良好な結晶性が確認できた。Fig.2に試料のホール効果測定を行っ

た結果を示す。この結果、Ⅵ/Ⅱ比が 0.1の時に電子密度は最大の1.2 × 1017𝑐𝑚−3であり、他の条件より 1

桁ほど高い値となった。また、PL測定を行った結果、1.58 eV 付近にヨウ素ドーパントによる(D0,X)発光

と共に 1.45 eV 付近に DAP 発光が観察された。以上の検討の結果、Ⅵ/Ⅱ比 0.1、成長温度 400℃を用いた

場合、n-CdTe 層の厚膜化と高電子密度化が可能であることが分かった。 

Fig.2 電子密度のⅥ/Ⅱ比への依存性 Fig.1 DCRC半値幅値のⅥ/Ⅱ比への依存性 
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